
济南市半导体元件实验所 军用半导体器件

2DK5819MS1P(2DK5819S1P)型肖特基整流二极管技术参数说明

型号
参数

2DK5819MS1P
(2DK5819S1P)

(SMA)
单位

VRRM 40 V

IF 1 A

IFSM 65 A

TSTG -55～150 ℃

Tj -55～125 ℃

VF @I=IF ≤0.55 V

IR1 @VRRM@TA=25℃ ≤100 μA

IR2 @VRRM@TA=100℃ ≤10 mA

SMA 封装外形图：

备注：色带处标注为阴极


